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熱電效應:是溫差與電壓的相互轉換現象。當受熱物
體中的電子(空穴)，因隨著溫度梯度由高溫區往低
溫區移動時，所產生電流或電荷堆積的一種現象。

EPMA成分分析
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霍爾效應
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1. 添加Co元素於Bi2Te3薄膜中未發現純Co金屬相。摻雜Co有助於提升薄膜載子濃度，然而載子遷移
率會明顯下降在Co含量8.2at.%時其載子濃度可達7.8×10

21
cm

-3且電阻率為1.3×10
-3
Ω-cm，但載子遷

移率僅有6.3×10
-1

cm
2
V

-1
s

-1。
2. Co的摻雜會使得細化晶粒，導致薄膜內的界面變多，使載子及聲子傳輸過程中更容易受到阻礙，

因而可提升熱電性質。

(Bi2Te3)100-xCox複合薄膜之濺鍍參數表

濺鍍條件 設定值

基板 Si(100)、Glass

背景壓力(Torr) <5.0×10-6

工作壓力(mTorr) 10

Bi濺鍍功率(W) 12

Te濺鍍功率(W) 20

Co濺鍍功率(W) 0~13W

膜厚(nm) 300

濺鍍槍角度(°) 30

載台轉速(rpm) 10

基板溫度 ambient

四槍磁控濺鍍系統 電子微探儀 X 光繞射儀 場發掃描式電子顯微鏡霍爾效應量測儀


